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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 
本論文では、SiC パワー半導体の信頼性低下をもたらすバイポーラ劣化現象の新たな
モデルを提案し、デバイス構造パラメータとバイポーラ劣化の関係を理論的に明らかに


















Si 蒸気圧エッチング法は、高品質エピタキシャル成長ならびに SiC パワー半導体の信













































蒸気圧エッチング法が SiC バイポーラ素子の信頼性向上に貢献することが期待できる。 
 
学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文では SiC パワー半導体のバイポーラ劣化の抑制手法ならびにそのメカニズム
の理解において、これまでに明らかにされていなかった SiC 基板内でバイポーラ劣化
の起点となる BPD を積極的に TED へ変換させる手法によるバイポーラ劣化の理論的
なモデル化を行い、さらにデバイス試作へ適用することで本手法の定量的かつ理論的な
効果を明らかにすることを目的としている。基板中の BPD を TED に変換させる手法
として Si 蒸気圧エッチング法を用いた。固体物理学の基本原理に基づいたデバイス内
でのキャリアおよび電流分布のモデル化からデバイス構造パラメータと BPD-TED 変
換の位置を考慮した 1SSF 拡張予測モデルを構築し、バイポーラ劣化抑制に効果的な設
計パラメータを定量的に議論した。 
 本研究の学術的な新規性は、バイポーラ劣化の抑制の本質的な解決手法として期待で
きつつもその手法が無くデバイスへの適用が行われてこなかった基板中の BPD-TED
変換効果とその理論的な理解を明らかにすることであり全く新たな研究である。この成
果の出口として、理論に裏打ちされた基板中の BPD-TED 変換によるバイポーラ劣化
抑制手法が SiC パワー半導体のバイポーラ素子の信頼性向上に貢献できる。また、構築
された理論モデルは将来的に実用化が期待される SiC-IGBT へのデバイス設計に指針
を与えるものである。 
また、公聴会においても、多数の出席者があり、種々の質問がなされたが、いずれも
著者の説明によって質問者の理解が得られた。  
以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
